
컴퓨터나 통신기기, 산업기기, 의료기기 등 

에서「두뇌」역할을 담당하는 프로세서나 

FPGA, SoC, ASIC, GPU, DSP 등과 같은 

디지털 LSI. 최근에는 프로세스의 미세화에 

의해 동작전압이 낮아지고 있는데, 고속 

처리가 진행됨에 따라 소비전력 즉 소비 

전류가 매년 상승하고 있다. 이러한 이유로 

LSI 용 전원구성도 종래의 집중종합방식에서

부하근방에 전원을 분산배치하는 POL(Point 

Of Load)컨버터로 불려지는 분산공급방식이 

주류가 되고있다. (그림 1)

그림 1  전원공급방식의 차이 

POL 컨버터에서는 현재, [모듈화] 움직임이 

가속화 되고있다. 모듈화란, DC-DC 컨버터  

IC 나 인덕터, 콘덴서, 저항기 등을 하나의  

패키지에 넣는 것. DC-DC 컨버터 회로를  

구성하는 부품의 대부분을 하나의 모듈에  

넣기때문에 전자기기 메이커는 전원회로  

설계 작업이 불필요해지며, 기판에 실장하 

는 것만으로 개발을 진행할 수 있게 된다.  

모듈화가 진행되는 배경으로는, 첫번째는 

아날로그 기술자가 줄고있기 때문이며 

두번째는 기기개발의 리드타임이 짧아지기 

때문이다. 사람도 시간도 없다. 필요부품을 

모아서, DC-DC 컨버터 회로설계를 진행해 

서는 제품개발 일정을 준수할 수 없다. 

부품가격은 다소 비싸지더라도 인력부족 

대응이나 시간단축을 목적으로 DC-DC  

컨버터・모듈을 채용하는 사례가 늘고있다. 

자인일렉트로닉스에서는 이러한 트렌드에  

대응하고자 강압 DC-DC 컨버터・모듈을  

시장에 투입하게 되었다. 중요하게 생각한  

것은 변환효율과 방열특성이다. DC-DC  

컨버터의 변환효율에 있어서는 최신의  

회로기술을 활용하여 스위칭 손실이나  

데드타임 손실을 줄여, 또는 MOSFET 등의  

스위칭소자와 인덕터에서 발생하는 손실을  

효과적으로 줄일수 있다. 손실에 있어서  

가장 중요한 MOSFET 손실에 대해서는  

기술적으로 상당부분 극한에 도달해있어 

MOSFET 에서의 손실을 지금보다 대폭적  

으로 줄이는 것은 어렵다. 물론, 새로운  

스위칭소자인 GaN(질화갈륨) FET 를  

사용하면, 줄일만한 여지가 있으나, 현시점  

에서는 GaN FET 자체의 가격이 높다. 

여기서 인덕터에 주목했다. 인덕터의 손실 

을 줄이는데는 권선직류저항(DCR)을 줄이는 

것이 중요한데, DCR 이 작은 인덕터를 선택 

하게 되면 인덕터의 사이즈가 커지게 된다. 

범용품을 채용해서는 좀처럼 시장에서 

요구하는 사이즈에 맞추기가 힘들다. 

그래서 이번에 DC-DC 컨버터・모듈에 

최적의 인덕터를 전자부품 메이커와 

공동개발하는 방법을 선택했다. 

개발한 인덕터는, 형상에 특징이 있다. 

인덕터 전체형상은 상자모양이며, 가공된 

얇은 직사각형이고, 그안에 권선(코일)을 

내장하였다.  

테크니컬 화이트페이퍼 vol.3  

차세대 POL 모듈 도전 

전용 인덕터를 신규개발

효율과 방열을 중시 

집중공급방식 (종래) 분산공급방식 (POL) 



또한, 직사각형 일부에 오목한(캐비티) 부분 

이 있어, 그 밑에는 기판에 실장된 DC-DC 

컨버터 IC 와 콘덴서, 저항 등이 배치된다. 

이렇게 강압형 DC-DC 컨버터・모듈이 완성 

되었다. (그림 2) 

그림 2 전용인덕터를 채용한 강압형 

 DC-DC 컨버터・모듈의 구조 

이러한 형상을 하게된 이유는 2 가지이다. 

하나는, 두꺼운 권선을 사용할 수 있기 

때문이다. 채용한 권선은 평각선으로, 

통상의 환선보다 단면적이 올라가기 때문에 

DCR 은 적어진다. 이로인해, 일정한 

인덕턴스를 확보하면서 DCR 을 줄이는데 

성공하였다. 

또 하나의 이유는, 방열특성을 높일수 있기 

때문이다. 인덕터 전체는, 코어재질로 형성 

되어진다. 이 코어가 자성재료로서 인덕터 

의 특성을 높이는 동시에 히트싱크의 

역할도 겸해준다. 또한, DC-DC 컨버터 IC 와 

코어를 밀착시키기 위해 열전도율이 높은 

접착제로 틈새를 막아주었다. 이렇게함으로 

서 한쪽에서만 온도가 올라가는 핫스팟(Hot 

Spot)발생을 피할 수 있게 된다. (그림 3) 

電力損失から発生する局所発熱がインダクタ

で均一化されるため、温度ディレーティング 

이렇게 새로개발된 인덕터를 채용함으로서 

에폭시 수지로 몰딩하던 기존구성과 비교시 

변환효율을 2％이상 개선할 수 있었다. 

신규개발한 인덕터를 채용한 메리트는, 

높은 변환효율과 방열특성 외에도 2 가지가 

더 있다. 하나는 방사전자기 잡음(EMI)를 

낮출 수 있었다. DC-DC 컨버터 IC 등을 

실장한 기판을 자성재료인 인덕터로 

완전하게 감싸줌으로서, 외부에 방사되는 

EMI 를 봉인해주기 때문이다. 경쟁사와 

비교해보면, 약 10dB 정도 줄일수 있다. 

두번째로는, 방열특성이 높기때문에 모듈의 

외형사이즈가 작지만, 보다 많은 전류를 

디지털 LSI 로 공급해줄 수 있는 것이다. 

바꿔 말하면, 전력밀도가 높은 POL 

컨버터를 실현할 수 있게 된다는 것이다. 

금후의 전자기기 설계에 큰 공헌을 할 

것이다.  

표 1 POL 모듈 라인업

고전력 밀도의 POL 모듈 실현 
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그림 3  높은 방열특성을 실현 
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